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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成26年6月19日(2014.6.19)

【公開番号】特開2014-20893(P2014-20893A)
【公開日】平成26年2月3日(2014.2.3)
【年通号数】公開・登録公報2014-006
【出願番号】特願2012-159274(P2012-159274)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｒ  31/26     (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｒ  31/26    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月24日(2014.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試験用パワー半導体素子にストレス電流を所定のＯＮ／ＯＦＦ周期で印加して熱ストレ
スを付与することで、当該試験用パワー半導体素子のパワーサイクル試験を行うパワーサ
イクル試験装置であって、
　前記試験用パワー半導体素子に電流を印加する電流源と、
　前記試験用パワー半導体素子の外部環境温度を変える装置と、
　前記パワーサイクル試験装置を制御する制御部と、
　を具備し、
　前記制御部は、
　前記外部環境温度を変える装置を用いて前記ＯＮ／ＯＦＦ周期よりも長い温度上昇下降
周期でサーマルサイクル試験を実行し、
　前記サーマルサイクル試験を実行しながら、当該サーマルサイクル試験の実行位相に合
わせて、前記パワーサイクル試験を実行する、パワーサイクル試験装置。
【請求項２】
　前記パワーサイクル試験は、前記試験用パワー半導体素子に前記パワーサイクル試験の
ＯＮ／ＯＦＦ周期内でストレス電流を印加する時間と、その印加を停止する時間とを固定
したパワーサイクル試験である、請求項１に記載のパワーサイクル試験装置。
【請求項３】
　前記パワーサイクル試験は、前記パワーサイクル試験のＯＮ／ＯＦＦ周期内で前記試験
用パワー半導体素子の接合部に付与すべき上限と下限との温度の差によって設定された温
度上限値を設定値とし、前記接合部温度が前記設定値に到達するまで、前記ストレス電流
を印加するパワーサイクル試験である、請求項１に記載のパワーサイクル試験装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記パワーサイクル試験を前記サーマルサイクル試験よりも優先して実行させる制御と
、前記サーマルサイクル試験を前記パワーサイクル試験よりも優先して実行させる制御と
を行う、請求項１ないし３のいずれかに記載のパワーサイクル試験装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
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　前記パワーサイクル試験中に、前記試験用パワー半導体素子の内部蓄熱により、前記サ
ーマルサイクル試験で定めた前記試験用パワー半導体素子の温度下降時間よりも当該試験
用パワー半導体素子の温度下降に長く時間がかかるときは、前記サーマルサイクル試験を
前記パワーサイクル試験よりも優先する、請求項１ないし４のいずれかに記載のパワーサ
イクル試験装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記サーマルサイクル試験において、前記外部環境温度を変える装置の能力により、前
記サーマルサイクル内で前記試験用パワー半導体素子の温度が目標とする加熱温度に到達
しないときは、その加熱温度に到達するまで、サーマルサイクルの進行を停止させる、請
求項１ないし５のいずれかに記載のパワーサイクル試験装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、試験用パワー半導体素子にストレス電流を所定のＯＮ／ＯＦＦ周期で印加し
て熱ストレスを付与することで、当該試験用パワー半導体素子のパワーサイクル試験を行
うパワーサイクル試験装置であって、前記試験用パワー半導体素子に電流を印加する電流
源と、前記試験用パワー半導体素子の外部環境温度を変える装置と、前記パワーサイクル
試験装置を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記外部環境温度を変える装置
を用いて前記ＯＮ／ＯＦＦ周期よりも長い温度上昇下降周期でサーマルサイクル試験を実
行し、前記サーマルサイクル試験を実行しながら、当該サーマルサイクル試験の実行位相
に合わせて、前記パワーサイクル試験を実行する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　好ましくは、前記パワーサイクル試験は、前記試験用パワー半導体素子に前記パワーサ
イクル試験のＯＮ／ＯＦＦ周期内でストレス電流を印加する時間と、その印加を停止する
時間とを固定したパワーサイクル試験である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　好ましくは、前記パワーサイクル試験は、前記パワーサイクル試験のＯＮ／ＯＦＦ周期
内で前記試験用パワー半導体素子の接合部に付与すべき上限と下限との温度の差によって
設定された温度上限値を設定値とし、前記接合部温度が前記設定値に到達するまで、前記
ストレス電流を印加するパワーサイクル試験である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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　好ましくは、前記制御部は、前記パワーサイクル試験を前記サーマルサイクル試験より
も優先して実行させる制御と、前記サーマルサイクル試験を前記パワーサイクル試験より
も優先して実行させる制御とを行う。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　好ましくは、前記制御部は、前記パワーサイクル試験中に、前記試験用パワー半導体素
子の内部蓄熱により、前記サーマルサイクル試験で定めた前記試験用パワー半導体素子の
温度下降時間よりも当該試験用パワー半導体素子の温度下降に長く時間がかかるときは、
前記サーマルサイクル試験を前記パワーサイクル試験よりも優先する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　好ましくは、前記制御部は、前記サーマルサイクル試験において、前記外部環境温度を
変える装置の能力により、前記サーマルサイクル内で前記試験用パワー半導体素子の温度
が目標とする加熱温度に到達しないときは、その加熱温度に到達するまで、サーマルサイ
クルの進行を停止させる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　制御ラック４は、後述する各種の制御ないし動作のプログラムを実行して実施形態のパ
ワーサイクル試験装置を統括制御する装置制御用パソコン１１と、装置制御用パソコン１
１の制御指令に応答して試験用ＩＧＢＴ２１－２６と制御用ＩＧＢＴ３１－３６（図２参
照）のＯＮ／ＯＦＦのゲート電圧の印加タイミングを決めるゲートタイミング部１２と、
装置制御用パソコン１１の測定指令に応答してＵＶＷ各相の試験用ＩＧＢＴ２１－２６の
コレクタ－エミッタ電圧を測定する電圧測定部１３とを有する。なお、装置制御用パソコ
ン１１は、本発明における制御部に相当する。
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